
 

Fig. 1 Micrograph of a typical device. 
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１．概要（Summary） 

スピン軌道トルク(SOT)による磁化反転を利用した

スピントロニクス素子は、次世代のメモリーやロジッ

クへの応用が期待されている。それらの高密度化のた

めには高磁気異方性の強磁性体を用いることが有効

である。そのような強磁性体においては、狭い磁壁

(DW)が形成されるため、SOT と磁化反転の際に形成

される DW 内の磁化との相互作用を明らかにするこ

とが必要である。本研究では、3 nm 程度の狭い DW
を有する強磁性酸化物 SrRuO3 と重金属 Pt の積層構造

において、SOT と DW 内の磁化との相互作用を調べた。 
 
２．実験（Experimental） 
【利用した主な装置】 

マスクアライナ  MA–20 (ﾐｶｻ)、イオンミリング装置

（IBE-6000S）、半導体薄膜堆積装置（PAC-LMBE） 
【実験方法】 
パルスレーザー堆積法を用いて、SrTiO3(001)基板上

に膜厚 8 nm の SrRuO3薄膜を成膜した後、分子線エピ

タキシー法を用いて膜厚 5 nm の Pt 薄膜を成膜した。続

いて、フォトリソグラフィと Ar イオンミリングを用

いてチャネル幅 5 µm のホールバー形状素子に加工し

た(Fig.1 )。そして、チャネルに電流を印加した状態で、

チャネル方向に一定の面内方向磁場 Hx を印加しなが

ら、膜面垂直方向の磁場 Hz を掃引し、磁化の垂直成分

を反映する横抵抗 Ryxの変化を測定した。 

 
３．結果と考察（Results and Discussion） 

Ryx-Hz ループはヒステリシスを示し、そのヒステリシスル

ープの中心は、電流と Hx の方向が平行(反平行)な時、

–Hz(+Hz)方向にシフトした。これらのヒステリシスループの

シフトは、面内磁場のもとで、Pt 層中のスピンホール効果

に起因した SOT が磁化反転の際に形成される DW の磁

化に膜面垂直方向の有効磁場として作用したと考えると

説明できる。本研究結果から、狭い DW に対しても SOT

は有効に作用すると考えられる。この研究結果は、SOTを

利用したスピントロニクス素子の高性能化・高機能化に関

する知見を与えるものである。 
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